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【はじめに】CdTe 結晶は、高感度で室温動作可能な放射線検出器材料として期待されており、シ 

ョットキー電極を用いた検出器では、高い分解能を持つ素子が実現されている[1]。しかし、ショ 

ットキー型 CdTe 検出器などの化合物半導体検出器ではポラリゼーション現象が問題となってい 

る。この現象の抑制法として低温または高い逆バイアス電圧での動作があげられ、室温動作での 

応用を考えた場合、より高い逆バイアス電圧印加で低リーク電流を実現する素子を作成すること 

が重要であると考えられる。本研究ではこれまで、ショットキー電極材として各種金属(Al、Ti、 

Ni)を CdTe 結晶上に形成させ、その特性を調べてきたが、電極材の違いによる障壁高さの差はほ 

とんど見られなかった。今回はさらに仕事関数の低い Mg を用いて素子を作製し各種電極での 

CdTe 結晶面上へのショットキー接合形成について比較検討を行うこととした。 

【実験方法】CdTe(111)結晶(8×8×0.5 mm
3
)に有機

洗浄を施し、電極形成面に He プラズマ処理を 1

分間行い Mg を用いてショットキー電極を形成

した。その裏面に無電解メッキ法を用いて中央

電極およびガードリング電極から成る Pt オーミ

ック電極を形成させた素子作製後、電流-電圧特

性および放射線検出特性を測定した。 

【実験結果】図 1 に Cd 面に He プラズマ処理を 

施し Mg ショットキー電極を形成させた素子の 

電流-電圧特性を示す。この図より、Mg を用い 

た素子でも明瞭な整流特性が確認でき、ショッ 

トキー接合が形成されることが分かる。図 2 に 

作製した素子の放射線検出特性を示す。図中で 

は 241
Am スペクトルの 59.5 keV のピークは 600 

チャンネルに対応している。図 2 より 1.7 keV 程 

度の半値幅が得られ Al 等の他金属と同程度の特 

性が得られた。障壁高さを含めた詳細は当日報 

告する。 
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Fig.2. 241Am spectrum obtained from Mg/CdTe/Pt detector. 

Radiation source: 241Am, Applied voltage: 400 V 

Fig.1. Current-Voltage characteristics of Mg/CdTe/Pt 

radiation detector. 
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